Dispositivos de tres terminales

e
ansisiores 4
2

bipolares de juntura (BJT)

Dispositivos que regulan un flujo de corriente
mediante una cantidad pequefia de energia
(varia la conductividad entre dos terminales

actuando sobre un tercer terminal de control)

Zonas de Funcionamiento " .
Circuitos

Basicos

Modelos de gran senal

Modelos de pequefia senal

Modelos para andlisis en frecuencia

Limitaciones

Potencia Mdxima

‘ Dependencia de la Temperatura ‘

‘ Tensiones de Ruptura

‘ Datos fabricante ‘
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electrones

Dispositivos de 3

terminales con dos
unionesp n

enfrentadas entre si

Funcionamiento
asimilable al de una
fuente de corriente
controlada por corriente

|::> Flujo electrones
|:> Flujo huecos

El flujo mas importante esta
constituido por electrones
que van del emisor (emite) Vee

al colector (recoge) T B ﬁ .
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Dispositivos
unipolares y
simétricos

Ry El campo eléctrico
Y generado por la tension
aplicada al terminal de
canal N puerta controla la
canal P

corriente drenaje - fuente

Funcionamiento asimilable al
de una fuente de corriente
controlada por tension

La tensién puerta fuente (vgg

modula el ancho del canal y

controla la conduccién entre
drenaje y fuente

La diferencia entre drenaje
y fuente esta determinada
por el sentido de
circulacion de corriente
(el drenaje es el terminal por
donde ingresa la corriente)

El terminal de control (puerta)

no maneja corriente salvo

pequefias corrientes de fuga
(Is~0)

JFET
transistor de efecto de campo de juntura

Opera con la juntura
puerta a@nal polarizada
inversamente.

vgs controla conduccion
drenaje fuente

JFET canal N =v55<0
vgs|>|Vp| = ip=0

Si vgs|<|Ve|

~
| puerta P*
canal N

JFET canal N

iD= f (sz,vDs) > 0

Zona depleccion
con Vgggrande

MESFET Electrones
JFET canal P transistor de efecto de campo de juntura metal-semiconductor con alta
movilidad
Puerta polarizada inversamente = —nt Canal:
P-JFET G semiconductor compuesto (ArGa)
L D = || ArGa Puerta: metal
G G ) Interfase puerta canal:
— n+
S S
VPP> 0

Si sz>VP = iD=0

Si 0<sz< VP iD=f(sz,vDs)<0

unién Schottky

Dispositivos de alta velocidad

Funcionamiento similar a JFET

Conduce con v;s=0 V; entre -3V y 0,3V




Transistores de Efecto de Campo
de Compuerta Aislada

IGFET o MOSFET

enriguecimiento

normalmente
abiertos

empobrecimiento

normalmente
en conduccion

MOSFET
empobrecimiento

s

MOS de enriquecimiento 4
L

aislante de pusta

feanal pre-fomado [N)

l'—| sustatn P!
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MOSFET enriquecimiento

Normalmente
cortado

[PMOS = V; <0

V< J i
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INMOS = V;>0]
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